
CVD-SiC －高純度バルクSiC－

●高純度99.9995%　●高熱伝導率
●耐プラズマ性　　　 ●高耐熱性
●ダスト低減のための表面処理可能
●放電加工可能
●酸素、アンモニア雰囲気でも使用可能

特　徴

代表物性値

不純物測定値（GDMS)

CVD-SiC

CVD-SiCは独自の気相成長法（CVD法）によって製造された高純度バルク
SiCです。SiCコーティング品におけるピンホールや剥離の問題が起こるこ
と無く、また電気抵抗値の調整が可能で、高抵抗、低抵抗２種類の供給が可
能で用途に応じて使い分けられております。
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硬度（ビッカース）

曲げ強度

破壊靭性
熱伝導率

熱膨張率

電気伝導率

比熱

Fe
＜40
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＜12

（Unit : ppb)


